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Schrodinger Gleichung
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Zustandsdichte
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FAGURE 4.11. Density of states of a guasi-one-dimensional system. The curve was calcolated for

electrons ina ¥ x 11 nminfinitely deep well in GaAs, The thin parsbola is the density of states for
unconfined three-dimensional electrons.
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Herstellung von 1D und 0D Systemen
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Herstellung von 1D und 0D Systemen
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Herstellung von 1D und 0D Systemen
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Photolumineszenz von gespaltenen und tuberwachsenen QW
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Vincinale (verkippte) Substrate
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Vincinale (verkippte) Substrate
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Vincinale (verkippte) Substrate
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by the ramiral quasi-periodic sigp bunchimg along [ 337 in atomic
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Quantum Punkte
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Stranski-Krastanov Quantum Punkte
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InNAs/GaAs QDs

Figure 1. Plan-view transmission-

electron-microscopy (TEM) image of

a single sheet of metalorganic-

chemical-vapor-deposition (MOCVD)-

grown InAs/GaAs quantum dots

(QDs) ( Technische Universitét Berfin).

TEM: Max-Planck-Institiut in Halla 15
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SiGe/Si dot superlattice
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QD Laserstruktur

cigy «t Optical Confinement -
Recombination Volume
n-doped : AR -, p-doped
! —acl I
| AT
Lower || ‘ Upper
11001 AlGagAs- || AlyGa,,As.
[100] ‘ | TilgoMaeee
— - . Cladding | Cladding
GaAs St Fuct 1% Gahs
Substrate s
QD Layer Gahs Barrier Caontact
Layer

Ciscrete QL Enerov

VWetting Laver Eneray




'_L(“ UNIVERSITAT PADERBORN

Die Universitit der Informationsgesellschaft

Schwellstromdichte bel Lasern
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Temperaturabhangikeit von QW und QD Lasern
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PL von QDs
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Figure 1. Photoluminescence (PL)
specitra excited and detected through
apertures in an aluminum mask with
diameters ranging from 25 um to

0.2 um. In this way, the emission from
individual quantum dots (QDs) is
resolved. (From Reference 10.)
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PL von CdSe QDs

=
| CdSe (2ML) 83K
apert #1
L =10um B A0 pen
| Pleote lertstiteszeas ;Pﬁiﬁf"ﬁ'«r«h Lrigen
‘: ¢ 5 . 1 i
20 55 ClU (Ao GD i FuSe. Die Picbee
B Lo | s enil bl wsmalomes badechit
P 0w P Sponmw

2,30 235 240 245
Photon energy (¢V)

FL intensity (arb. woils)

we

1380 2385 2390 2385 2400
Fhoton energy {2V




	1D und 0D Systeme
	Schrödinger Gleichung
	Zustandsdichte
	 
	Herstellung von 1D und 0D Systemen
	Herstellung von 1D und 0D Systemen
	Herstellung von 1D und 0D Systemen
	Herstellung von 1D und 0D Systemen
	Photolumineszenz von gespaltenen und überwachsenen QW
	Vincinale (verkippte) Substrate
	Vincinale (verkippte) Substrate
	Vincinale (verkippte) Substrate
	Quantum Punkte 
	Stranski-Krastanov Quantum Punkte
	InAs/GaAs QDs
	SiGe/Si dot superlattice
	QD Laserstruktur
	Schwellstromdichte bei Lasern
	Temperaturabhängikeit von QW und QD Lasern
	PL von QDs
	PL von CdSe QDs

